Wet Bench前段化學清洗蝕刻工作站( CF-C10)
能力考核表
※ 設備使用前、後之確認
1.在NDL 如何判斷使用的是前段製程及後段製程？........................□
2.設備使用前進行設備端、製程端之設備狀況確認........................□
3.設備可預約及可使用之時段說明......................................□
4.設備使用完畢，需進行之登錄及檢點...................................□
※ 設備危害認知及危機處理
1.各製程槽所使用化學品之危害說明........... ........................□
2.機械手臂運作時注意事項............................................□
3.機台緊急狀況停機方法..............................................□
4.物質安全資料表(MSDS)之意義?石蕊試紙的用途為何？ ..................□
5.設備於製程端警報後之排除復歸方法..................................□
6.沖身洗眼器所在位置及正確使用方法？................................□
7.六氟靈及敵腐靈的使用方式？........................................□
8.葡萄糖酸鈣的使用方法及使用時機？..................................□
9. 本設備使用的是有機類化學藥品或無機類化學藥品？
※設備端污染管制相關規定及製程端污染管制原理

1.清洗區晶舟選用確認及旋乾機的潔淨管制要點..........................□
2.光阻區/濕蝕刻區晶舟選用確認及旋乾機的潔淨管制要點.................□

3.光阻區硫酸槽使用前，晶圓需執行哪一種前製程？為何？.................□

4.請就清洗區說明，本設備所限制進入的材料有哪些？.....................□
5.請就光阻區及濕蝕刻區說明，本設備所限制進入的材料有哪些？...........□
6.請就濕蝕刻區說明，本設備所限制進入的材料有哪些？...................□

※各化學槽使用之基礎使用認知、藥品汰換及配置藥品流程操作、溼式清潔及蝕刻之原理說明及操作流程
1.SC-1適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？......................□
2.SC-1其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換（實做）□

3.SC-2適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？......................□
4.SC-2其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換（實做）□

5.DHF適用何種製程？其化學反應之動作原理為何？.......................□
6.DHF其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換（實做）.□

7.SPM（1）硫酸槽適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？.............□
8.SPM（1）硫酸槽其浸泡濃度、製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換

？(實做)...........................................................□

9.B.O.E.7:1適用何種製程？其將薄膜移除之動作原理為何？...............□
10.B.O.E.7:1溶液之製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換（實做）□
11.H3PO4溶液適用何種製程？其將薄膜移除之動作原理為何？..............□
12.H3PO4槽製程溫度、製程時間、汰換時機為何？如何汰換？（實做）....□
13.SPM（2）硫酸槽適用何種製程？其污染移除之動作原理為何？...........□
14.SPM（2）硫酸槽製程濃度、溫度、時間及汰換時機為何？如何汰換?（實做）..............................................................□
16.何謂濕式蝕刻製程？與乾蝕刻製程相較有何優缺點？...................□

17.在配製熱磷酸溶液時，為何在120℃要加200 ml之H2O?.................□

18.在進行SC-1、SC-2、SPM製程時為何要補充H2O2?......................□

19.在元件製造過程中，哪些製程步驟前，晶圓需先進行清洗製程？.. .......□

20.Piranha 混合物是什麼？能從晶圓上去除何種污染物？.................□

21.請說明晶圓的親水性表面與疏水性表面之間之差別？...................□
22.Wet Bench區之真空吸筆在使用上有何分別？..........................□
23.請說明何謂蝕刻選擇比？如何測B.O.E.溶液或磷酸溶液之蝕刻率?........□
※ 晶圓清洗後污染物的檢測方法說明及對電性之影響

1.請說明晶圓表面之微塵粒及金屬污染物未能潔淨，對元件電性會有何影響?..□
2.請說明晶圓表面之有機物及俱生氧化層未能潔淨，對元件電性會有何影響?..□
3.請說明晶圓表面之粗糙度愈大時，對元件電性會有何影響?................□
4.晶圓清洗後其表面之微塵粒及金屬污染物的含量，可用哪些儀器做確認？...□

5.晶圓清洗後其表面之粗糙度及有機污染物含量，可用哪些儀器做確認？....□
· 各標準製程之基本流程
1.RCA Clean製程，是哪一種作業前須選用之？...........................□
2.STD Clean製程，是哪一種作業前須選用之？...........................□

3.STD + HF dip Clean製程，是哪一種作業前須選用之？..................□

4.Side Wall Polymer移除，是選用何種製程作業方式？...................□

5.Laser Mark 後，晶圓潔淨作業方式為何？..............................□
6.前段CMP製程作業後，其晶圓潔淨作業方式為何？.......................□
7.Metal PVD製程前，晶圓潔淨作業方式？...............................□
· QDR槽流程操作與使用說明?
1.在清洗製程中一般都會使用QDR方式清洗晶圓，何謂QDR？...............□
2.在濕式晶圓清洗製程中QDR之用途為何？...............................□
3.在濕式晶圓清洗製程中，何謂去離子水？（純水、DI Water）其在25℃時阻值可達多少？........................................................□
4.執行一次晶圓沖清洗單動流程（實作）.................................□
5.如何在自動行程中，更改QDR槽之沖洗次數（實做）.....................□
· Spin dryer流程操作
1.在NDL 如何執行晶圓乾燥製程？......................................□
2.說明以Spin dryer乾燥晶圓之動作原理並說明其中靜電消除裝置之用途....□
3.說明Rinse Mode 與Dry Mode 之使用時機..............................□
4.Spin dryer流程操作（實作）？......................................□

· 設備端各類化學品之使用與處置
1.化學品中央供應系統負責之工程師？..................................□

2.請說明在無塵室100級中，小包材化學品的置放及取用相關規定...........□
3.能否於 NDL 之 WET BENCH 以燒杯或玻璃皿調製化學品使用？為何？.......□
4.在 NDL要調製化學品並以Hot Plate加熱之，需在何處作業？............□
